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서론서론서론서론1.발달된 웨이퍼 기술을 통하여 웨이퍼 위에서 선택적인 고온공,정오믹접촉 형성을 사용한 후 플라스틱 기판 쪽으로 분리하기( )때문에 포토리소그래피와 에칭공정을 이용하여 일반적인 웨이퍼로부터 만들어진 고질의 마이크로 또는 나노 스케일의 무기소자는 고성능 유연전자소자로서 적합하다 마이크로 또는[1].나노 스케일 무기재료의 유용한 통합 및 집적은 목표기판에원하는 배치대로 그것들을 전달할 수 있는 방법을 요구한다.

Polydimethylsiloxane ( 스탬프와 같은 탄성재료를 사용하PDMS)는 건식 전사 인쇄법은 저온에서 유리 플라스틱 기판 반도체, ,웨이퍼 위로 마이크로나노 와이어 리본 박막과 같은 특수한/ , ,유형의 고체물질을 전사 할 수 있기 때문에 유용한 해결방법이다이런 접근 유형은 얇은 플라스틱 기판 위에 구부릴 수[1,2,3].있는 소자 배열 및 회로를 설명하기에 매우 성공적이다 전사.인쇄법에서 무기재료와 기판 사이의 접착력을 향상시키기 위해목표기판에 광경화성 고분자와 같은 접착층을 코팅하는 것이필요하다 그러나 이런 접착층은 완성된 소자의 전기적인 특성에.부정적인 영향을 미치기 때문에 좀 더 흥미 있고 가치 있는공정으로서 어떤 접착층도 없이 접착력을 제어하기 위해 스탬프의 점탄성적인 특성을 활용하는 것이 있다.본 연구에서 우리는 폴리아믹 산 및 접착층을 사용하여SU-8스탬프를 이용한 건식 전사방법에 의해 유리기판 위에PDMS단결정 실리콘 박막트랜지스터를 제작하였다 그런 다음 접착층.없이 스탬프의 점탄성적인 특성을 활용하여 만든 단결정PDMS실리콘 박막트랜지스터와의 전기적인 특성을 비교하여 접착층의 유무가 트랜지스터에 미치는 영향을 고찰하였다.실험실험실험실험2.단결정 실리콘 박막트랜지스터를 제작하기 위하여 우선웨이퍼Silicon-On-Insulator (SOI) (p-type : Si (100nm) / SiO2

(300nm)) 위에 Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition을 이용하여 도핑 마스크로 사용 할(PECVD) SiO2를 증착300nm하였다 도핑 패턴은 포토리소그래피에 의해 만들어 졌으며. ,을 통해Reactive Ion Etching (RIE) SF6 가스를 이용하여 도핑할 영역의 SiO2를 식각하였다 그 후 인을 사용하여 에서. 950℃급속 열처리를 통한 열 확산방법을 통해 실리콘 까지 도핑100nm을 하였다 도핑과정이 완료된 뒤에는 용액에 인. HF buried oxide

SiO2를 제거하고 스탬프를 이용하여 유리기판 위에 건식, PDMS전사를 하였다 접착층이 없는 단결정 실리콘 박막트랜지스터의.경우에는 스탬프의 점탄성적인 특성을 이용하였고 접착층이,있는 경우에는 접착층 물질로서 폴리아믹 산 및 을 이용하여SU-8건식 전사를 하였다 은 유리 기판 위에 전사된 실리콘. Fig. 1박막을 보여주고 있다 이 후 포토리소그래피 및 를 이용하여. RIE실리콘 박막을 시킨 다음 으로 사용 할isolation gate dielectric SiO2를 를 통해 증착시켰다 마지막으로PECVD 100nm . Thermal evapo-를 사용하여 전극으로 사용할 를 증착하여rator Cr/Au (5nm/80nm)박막트랜지스터를 완성하였다 완성된 박막트랜지스터는 컨택.저항을 줄이기 위해 급속 열처리 공정을 이용하여 에서250℃분간 열처리를 하였다30 .제작된 실리콘 박막트랜지스터의 전기적인 특성을 알아보기위해 및 을 이용하여probe station I-V measurement system hyste-를 측정하였다resis .

Fig. 1 Photograph of a 100nm silicon membrane printed onto a

glass substrate (a) without an adhesion layer (b) with polyamic

acid (c) with SU-8결과및고찰결과및고찰결과및고찰결과및고찰3.는 동일한 조건에서 제작된 단결정 박막트랜지스터의Fig. 2접착층의 유무 및 종류에 의한 게이트전압 변화에 따른 드레인전류의 전달특성을 나타내는 곡선이다 여기서 제작된 소자의.채널의 길이 및 폭 은 각각 이며 걸어준 드레인(L) (W) 25um, 200um전류는 이다 접착층없이 전사되어 제작된 트랜지스터의0.1V .경우 전자 이동도는 118cm
2 이며 폴리아믹 산 및 을/Vsec , SU-8접착층으로 사용한 트랜지스터의 전자 이동도는 각각

88cm
2
/Vsec, 105cm

2 이다 접착층없이 전사되어 제작된 트랜/Vsec .지스터의 전자 이동도가 가장 크지만 접착층을 사용한 트랜지스터의 전자 이동도와 비교했을 때 큰 차이는 없는 것으로 확인되었다. 은 접착층의 유무 및 종류에 의한 게이트전압 변화에Fig. 3따른 및 히스테리시스 특성을 나타내는 곡선이on/off current ratio다 의 경우 세 조건 모두. on/off current ratio >10
5으로 거의 비슷하게 나타난 것을 확인하였다 그러나 히스테리시스 특성의 경우.접착층을 사용하지 않은 트랜지스터의 특성이 접착층을 사용한경우보다 월등하게 좋은 것으로 나타났다 이것을 통해 접착층이.

Fig. 2 I-V Transfer characteristics of single-crystal silicon transistor

on glass substrate without an adhesive layer and with

polyamic acid, SU-8
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Fig. 3 I-V Hysteresis characteristics of single-crystal silicon transistor

on glass substrate without an adhesive layer and with

polyamic acid, SU-8소자의 전기적인 특성에 부정적인 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있었다. 감사의글감사의글감사의글감사의글본 연구는 지식경제부의 산업원천기술개발사업(No.의 연구지원에 의해 이루어졌습니다10033309) .참고문헌참고문헌참고문헌참고문헌
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